npn-Transistor
Fur Neuentwicklung nicht verwenden (siehe BFY 12, BFY 13, BFY 14 und BSY 18).

15 105 —
Gewicht etwa 1,69

MaBe in mm

BCY 13 und BCY 14 sind legierte npn-Silizium-Transistoren in Metallausfiihrung. Der

‘Kollektor ist mit dem Gehause elektrisch verbunden,

Die Transistoren BCY 13 und BCY 14 sind fiir Anwendungen im NF-Bereich und als
Schalter, insbesonders bei hohen Umgebungstemperaturen, geeignet.

Grenzdaten BCY 13 | BCY 14
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 60 100 \
Kollektor-Emitter-Spannung (-Use = 0,5V)  Ucey 60 100 Vv
Emitter-Basis-Spannung Uggo 10 10 \Y%
Kollektorstrom Ic 200 200 mA
Sperrschichttemperatur T 150 150 °C
Gesamtverlustleistung bei Ty < 45 °C Piot 450 450 mwW

Warmewiderstand

Warmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht
und ruhender umgebender Luft

Kenndaten

fiir eine Umgebungstemperatur von Ty = 25 °C

Statische Kenndaten

Ripy < 0,23 grd/mW

Bei einer Kollektorspannung von Uce = 1V und den nachstehenden Kollektorstromen

Ic gilt:
Ic Is B Uge Ucesat
mA mA \ \Y
10 <1 >10 09 (< 13)
200 < 25 > 8 1,5(< 2) 0,5
Reststrome

Kollektor-Emitter-Reststrom bei Ucgy* (Ty = 100 °C)
Emitter-Basis-Reststrom bei Uggo* (Ty = 100 °C)

Dynamische Kenndaten
Arbeitspunkt: Ic =1 mA; Ucg =5V

Grenzfrequenz in Basisschaltung fy = 400 kHz

* siehe Grenzdaten
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Icgy = 10 (< 110) pA
IEBO =10 (< 110) [J.A



Kollektorstrom I = #(Ugg) Ausgangskennlinien

Ug=-1V Ic = f(Ucp): Ig = Parameter
(Emitterschaltung)
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EE 105 —

Gewichtetwa 1,6g MaBe in mm

npn-Transistor
Fir Neuentwicklung nicht verwenden (siehe BFY 12, BFY 13, BFY 14 und BSY 18).

BCY 15 und BCY 16 sind legierte npn-Silizium-Transistoren in Metallausfiihrung. Der
Kollektor ist mit dem Gehéause elektrisch verbunden.

Die Transistoren BCY 15 und BCY 16 sind fir Anwendungen im NF-Bereich und als
Schalter, insbesonders bei hohen Umgebungstemperaturen, geeignet.

Grenzdaten BCY 15 BCY 16
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 60 100 Y
Kollektor-Emitter-Spannung (-Ugg 2 0,5V)  Ucey 60 100 \
Emitter-Basis-Spannung Ueso 10 10 \
Kollektorstrom Ic 300 300 mA
Sperrschichttemperatur T; 150 150 °C
Gesamtverlustleistung bei Ty < 45°C Piot 450 450 mw

Warmewiderstand

Warmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht

und ruhender umgebender Luft Rinu = 0,23 grd/mW
Kenndaten

fiir eine Umgebungstemperatur von Ty = 25°C

Statische Kenndaten
Bei einer Kollektorspannung von Ucg = 1V und den nachstehenden Kollektorstrémen

Ic gilt:
Ic I B Use Ucesat
mA mA \ \"
10 <1 > 10 09 (< 1,3)
300 < 37,5 > 8 1,56(< 2) 0,5
Reststrome

Kollektor-Emitter-Reststrom bei Ucgy* (Ty=100°C)  Icev=10(< 110) pA
Emitter-Basis-Reststrom bei Uggo* (Ty=100°C)  Iggo =10 (< 110) pA

Dynamische Kenndaten

Arbeitspunkt: Ic = 1mA; Ucg =5V
Grenzfrequenz in Basisschaltung fy = 400 kHz

* siehe Grenzdaten
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Kollektorstrom I = & (Ugg) Ausgangskennlinien

UCE =-1V IC = f(UCE); IB = Parameter
(Emitterschaltung)
20 T
mA mA — _r 0
300 1 800
e 16 === —
| Ie P L |700
-
o ‘//f/ 600
1 —
200 "
l — 4// 5.&
8 | l‘ol
w—l -
”\/’/
100 - 300
I 4 LT | |
/ Ig=100uA
L 0 Ll
05 05 W v 0 10 2 3 4 SV
/A — U
Eingangskennlinie Ausgangskennlinien
Ig = f(Ugg): Ucg = -1V Ic = f(Ucg): Ig = Parameter
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung) -
24 -
mA I mA —t— 130
! 20 - I 300 I/
b | le 2
16
19
200 J
2 ]
/ o
8 8
/ i §
100
4
i
IB=2mA
0
0 0,5 1,0 1,9V 0
— U 0 1 2 3 4 5v



pnp-Transistor

Gewicht etwa 1,2g MaBe in mm

BCY 17 ist ein legierter pnp-Silizium-Transistor mit dem Normgeh&duse TO-5. Die An-

schlisse sind vom Gehause elektrisch isoliert.

Der Transister BCY 17 ist fir Anwendungen im NF-Bereich, insbesonders bei hohen

Umgebungstemperaturen, geeignet.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Basis-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom
Sperrschichttemperatur
Gesamtverlustleistung bei Ty = 45°C

Warmewiderstand

| BCY17
-Uceo 30 \
-Ucso 30 \
-Ugso 30 \
—IC 50 mA
Tj 150 °C
Piot 300 mW

Warmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht

und ruhender umgebender Luft

Kenndaten

fir eine Umgebungstemperatur von Ty = 25°C

Statische Kenndaten

Reststrome

Kollektor-Basis-Reststrom bei -Ucgg = 15V
Kollektor-Emitter-Reststrom bei ~-Ucgp =30V
Emitter-Basis-Reststrom bei -Uggo =15V

Dynamische Kenndaten
Arbeitspunkt: -Ic = TmA; -Ucg =6V

Grenzfrequenz in Basisschaltung
Basis-Bahnwiderstand
Kollektor-Sperrschichtkapazitat

VierpolgroBen

Arbeitspunkt:
~Ic =1mA;-Uc =6V;f=1kHz
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Rinu < 0,36 grd/mW

_ICBO =1 (< 50) nA
"ICEO =0,1(<5) y.A
"IEBO =1 (< 50) nA

fy =12MHz
ppr = 250 Q
Cblc =45 DF
hi1e = 1400 Q
h1ye = 4 - 104
hy1e =20 ... 50
hye = 35S



Kollektorstrom I~ = f (Ip) Ausgangskennlinien

UCE =-6V Ic = f(UCE),’ IB = Parameter
(Emitterschaltung)
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pnp-Transistor

]
L—t.o ——Le,w EC 8
Gewichtetwa 1,2 g MaBe in mm

BCY 18 ist ein legierter pnp-Silizium-Transistor mit dem Normgehause TO-5. Die An-

schiiisse sind vom Gehause elektrisch isoliert.

Der Transistor BCY 18 ist fiir Anwendungen im NF-Bereich, insbesonders bei hohen

Umgebungstemperaturen, geeignet.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Basis-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom
Sperrschichttemperatur
Gesamtverlustleistung bei Ty = 45°C

Warmewiderstand

BCY 18
-Uceo 30 \
-Ucso 30 Vv
-Ueso 30 \
-Ic 50 mA
T; 150 °C
P tot 300 mwW

Warmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht

und ruhender umgebender Luft

Kenndaten

fir eine Umgebungstemperatur von Ty = 25 °C

Statische Kenndaten

Reststrome

Kollektor-Basis-Reststrom  bei -Ucgp = 156V
Kollektor-Emitter-Reststrom bei ~-Ucgo = 30V
Emitter-Basis-Reststrom bei -Ugpp =15V

Dynamische Kenndaten
Arbeitspunkt: -Ic =1 mA; -Ucg =6V

Grenzfrequenz in Basisschaltung
Basis-Bahnwiderstand
Kollektor-Sperrschichtkapazitat

VierpolgroBen
Arbeitspunkt:
-Ic =1mA;-Ucg =6V;f=1kHz
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Renu = 0,36 grd/mwW

_ICBO =1 (< 50) nA
ICEO = 0,1 (< 5) [J.A
-IEBO =1 (< 50) nA
fa =2MHz
I'ppr = 350 Q
Cblc = 45 DF
h11e = 1800 Q
h12e = 5-104
h21e =40 ... 100
h2e =40 I'LS



Kollektorstrom I = f (Ip) Ausgangskennlinien
Ucg=-6V Ic = f(Ucp) Ig = Parameter
(Emitterschaltung)
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pnp-Transistor

<~ ) —>effe

Gewichtetwa 1,2 g

MaBe in mm

BCY 19 ist ein legierter pnp-Silizium-Transistor mit dem Normgeh&duse TO-5. Die An-

schlisse sind vom Gehause elektrisch isoliert.

Der Transistor BCY 19 ist fir Anwendungen im NF-Bereich, insbesonders bei hohen

Umgebungstemperaturen, geeignet.
Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Basis-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom
Sperrschichttemperatur
Gesamtverlustleistung bei Ty = 45°C

Warmewiderstand

Waérmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht

und ruhender umgebender Luft

Kenndaten

fir eine Umgebungstemperatur von Ty = 25°C

Statische Kenndaten
Reststrome

Kollektor-Basis-Reststrom bei -Ucgp = 15V
Kollektor-Emitter-Reststrom bei -Ucgg = 50 V
Emitter-Basis-Reststrom bei ~-Uggp =15V
Dynamische Kenndaten

Arbeitspunkt: -Ic = 1 mA; -Ucg =6V
Grenzfrequenz in Basisschaltung
Basis-Bahnwiderstand
Kollektor-Sperrschichtkapazitat
VierpolgroBen

Arbeitspunkt:
-Ic =1mA;-Ucg =6V; f=1kHz
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BCY 19
~Uceo 50 v
~Ucso 50 v
—Ugso 50 v
I 50 mA
T 150 °C
Prot 300 mw

Rinu = 0,36 grd/mW

"ICBO =1 (< 50)nA
~-Iceo = 0,1 (< 5) uA
_IEBO =1 (< 50) nA
f« =08MHz

I'ppt = 250 Q

Cb’c =45 DF

h11e = 1400 Q

h13e =4 -104

hye =20 ...50
hye = 25uS




Kollektorstrom Ic = f(Ip) Ausgangskennlinien
Ucg =6V Ic = f(Ucp); Ig = Parameter
(Emitterschaltung)
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pnp-Transistor

Gewicht etwa 1,2g MaBe in mm

BCY 20 ist ein legierter pnp-Silizium-Transistor mit dem Normgehause TO-5. Die An-

schlisse sind vom Gehause elektrisch isoliert.

Der Transistor BCY 20 ist fur Anwendungen im NF-Bereich, insbesonders bei hohen

Umgebungstemperaturen, geeignet.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Basis-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom
Sperrschichttemperatur
Gesamtverlustleistung bei Ty = 45°C

Warmewiderstand

Warmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht

und ruhender umgebender Luft

Kenndaten

fir eine Umgebungstemperatur von Ty = 25°C

Statische Kenndaten
Reststréme

Kollektor-Basis-Reststrom bei -Ucgp = 15V
Kollektor-Emitter-Reststrom bei ~-Ucgo = 100 V
Emitter-Basis-Reststrom bei -Uggp = 15 V

Dynamische Kenndaten

Arbeitspunkt: -Ic = 1 mA; -Ucg = 6V

Grenzfrequenz in Basisschaltung
Basisbahnwiderstand
Kollektor-Sperrschichtkapazitat

VierpolgréBen

Arbeitspunkt:
~Ic =1mA;-Ucg =6V;f=1kHz
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BCY 20
-Uceo 100 \
-Ucgo 100 \"
~Ueso 100 Vv
-Ic 50 mA
T; 150 °C
Piot 300 mWwW

Ripu = 0,36 grd/mW

-Icgo = 1 (< 50)nA
-Iceo = 0,1 (< 5) pA
—Iggo = 1 (< 50) nA

f« = 05MHz
I'bb! =200 Q
Cb’c = 45 pF
h11e = 600 Q
h12e =3 -10%
hye =10 ... 25
hye = 15uS



Kollektorstrom I = f (Ip)
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pnp-Transistor

,:<— L) —><G6>

Gewichtetwa 1,2 g

MaBe in mm

BCY 27 ist ein legierter pnp-Silizium-Transistor mit dem Normgehause TO-5. Die

Anschlisse sind vom Gehause elektrisch isoliert.

Der Transistor BCY 27 ist fiir Anwendungen im NF-Bereich, insbesonders bei hohen

Umgebungstemperaturen, geeignet.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Basis-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom
Sperrschichttemperatur
Gesamtverlustleistung bei Ty =45 °C

Warmewiderstand

Warmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht

und ruhender umgebender Luft

Kenndaten

fir eine Umgebungstemperatur von Ty = 25°C

Statische Kenndaten

Reststréme

Kollektor-Basis-Reststrom bei ~-Ucgp = 15V
Emitter-Basis-Reststrom bei -Uggp = 15V

Dynamische Kenndaten
Arbeitspunkt: von -Ic = 1 mA; -Ucg =6V
Grenzfrequenz in Basisschaltung

Basis-Bahnwiderstand; =80 kHz
Kollektor-Sperrschichtkapazitat; f = 160 kHz

VierpolgroBen

Arbeitspunkt:
-Ic =1mA; -Ucg =6V;f=1kHz
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BCY 27
~Uceo 25 \%
-Ucso 30 \
-Ueso 30 \
-Ic 50 mA
T; 150 °C
Piot 230 mWwW

Ry = 0,45 grd/mwW

_ICBO =1 (< 100) nA
'IEBO =1 (< 100) nA

fa =1MHz
rppr = 250 Q
Cpre =45 pF
h11e = 1000 Q
h12e =3 104

hyte =15 ... 60

h22e = 30 S
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Gewichtetwa 1,2 g F!IaBe in mm

pnp-Transistor

BCY 28 ist ein legierter pnp-Silizium-Transistor mit dem Normgehéduse TO-5. Die
Anschliisse sind vom Gehause elektrisch isoliert.

Der Transistor BCY 28 ist fir Anwendungen im NF-Bereich, insbesonders bei hohen
Umgebungstemperaturen, geeignet.

Grenzdaten BCY 28
Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo 25 \
Kollektor-Basis-Spannung -Ucso 30 v
Emitter-Basis-Spannung ~Uego 30 Vv
Kollektorstrom -Ic 50 mA
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Gesamtverlustleistung bei Ty = 45°C Ptot 230 mwW
Warmewiderstand

Warmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht

und ruhender umgebender Luft Rewu < 0,45 grd/mW

Kenndaten

fiir eine Umgebungstemperatur von Ty = 25°C

Statische Kenndaten

Reststrome
Kollektor-Basis-Reststrom bei ~-Ucgg = 15V -Icgp =1 (< 100) nA
Emitter-Basis-Reststrom bei -Uggg = 15V -Iggo =1 (< 100) nA

Dynamische Kenndaten
Arbeitspunkt: -Ic =1 mA; -Ucg =6V

Grenzfrequenz in Basisschaltung fo =15MHz
Basis-Bahnwiderstand; f=80 kHz rppr = 300 Q
Kollektor-Sperrschichtkapazitét; f= 160 kHz Cpre = 45 pF

VierpolgroBen

Arbeitspunkt: h11e = 1400 Q

-Ic =1mA; -Ucg =6V;f =1kHz h12e = 4 - 104
hote =25 ... 80
hpe = 40 pS
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pnp-Transistor

Gewichtetwa 1,2 g

EC 8

MaBe in mm

BCY 29 ist ein legierter pnp-Silizium-Transistor mit dem Normgehause TO-5. Die

Anschlisse sind vom Gehause elektrisch isoliert.

Der Transistor BCY 29 ist fir Anwendungen im NF-Bereich, insbesonders bei hohen

Umgebungstemperaturen, geeignet.

Grenzdaten BCY 29
Kollektor-Emitter-Spannung ~Uceo 60 \
Kollektor-Basis-Spannung -Ucso 60 \
Emitter-Basis-Spannung -Ueso 30 \
Kollektorstrom -Ic 50 mA
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Gesamtverlustleistung bei Ty = 45°C Piot 230 mW
Warmewiderstand

Warmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht

und ruhender umgebender Luft Ripu = 0,45 grd/mW

Kenndaten

fir eine Umgebungstemperatur von Ty = 25°C

Statische Kenndaten

Reststrome

Kollektor-Basis-Reststrom bei ~-Ucgp = 15V ~Icgo =1 (< 100) nA
Emitter-Basis-Reststrom bei -Uggp = 15V ~Iegp =1 (< 100) nA
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Dynamische Kenndaten

Arbeitspunkt: -Ic = 1 mA; -Ucg =6V

Grenzfrequenz in Basisschaltung
Basis-Bahnwiderstand; f= 80 kHz
Kollektor-Sperrschichtkapazitat; f= 160 kHz

VierpolgroBen

Arbeitspunkt:
-Ic =1mA; -Ucg =6V; f=1KkHz

fa
I'bb!
Core

h11e
h12e
hate
h22e

= 0,5 MHz
= 250 Q)
= 45 pF

= 1000 Q
=3-10%

=30uS
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VORLAUFIGE DATEN FUR MUSTER

npn-Mesatransistor

Gewichtetwa 1,5 g

MaBe in mm

BFY 12ist ein doppelt diffundierter npn-Silizium-Transistor in Mesa-Technik. Der Kollek-

tor ist mit dem Gehause elektrisch verbunden.
Der Transistor BFY 12 ist universell anwendbar.

Grenzdaten BFY 12
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 40 v
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 40 \%
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 Y
Kollektorstrom Ic 100 mA
Sperrschichttemperatur T; 175 °C
Gesamtverlustleistung bei Ty = 45°C Piot 550 mw

Warmewiderstand

Warmewiderstand zwischen Kcllektorsperrschicht

und ruhender umgebender Luft Renu = 230 grd/W
Warmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht

und Transistorgehduse Rihg = 50 grd/W
Kenndaten

flr eine Umgebungstemperatur von Ty = 25°C

Statische Kenndaten

Restspannung bei Ic = 10 mA Ucksat =1,2V
Reststrom
Kollektor-Basis-Reststrom bei Ucgp = 30V Icgo = 1pA
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Dynamische Kenndaten
Arbeitspunkt: Ic = 10 mA; Ucg = 10V

Frequenz fir g =1 a1 = 200 (> 100) MHz
Rickwirkungszeitkonstante rpp’ * Cc'p = 90 (< 200) ps
VierpolgréoBen
Arbeitspunkt: hi1e = 200Q
Ic =10mA; Ucg =10V; f =1 kHz h12e =1,1-10%

hy1e = 45

h2e = 45uS

Stromverstarkungsgruppierung
Die Transistoren werden nach der dynamischen Stromverstarkung fo gruppiert und
mit rémischen Ziffern gekennzeichnet.

Arbeitspunkt: I = 10 mA; Ucg = 10 V; f = 1 kHz

Ziffer [ | v | Vv
Stromverstarkung o | 2040 | 3060 | 50-100
Eingangskennlinie Ausgangskennlinien
Ig = f(Ugg); Ucg = 12V Ic = f(Ucg); Ig = Parameter
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung)
mA mA
30 10
20
e
25 /
20 l/ '
Uge= 12V i
=
’ ]
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VORLAUFIGE DATEN FUR MUSTER
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0,57

15—t 79

Gewichtetwa 1,59 MaBe in mm

npn-Mesatransistoren

BFY 13 und BFY 14 sind doppelt difftundierte npn-Silizium-Transistoren in Mesa-Technik.
Der Kollektor ist mit dem Geh&use elektrisch verbunden.

Die Transistoren BFY 13 und BFY 14 sind besonders fiir die Anwendung in Breitband-
verstarkern geeignet.

Grenzdaten BFY 13 BFY 14
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 80 110 \%
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 80 110 \
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 5 \
Kollektorstrom Ic 30 30 mA
Sperrschichttemperatur T; 175 175 °C
Gesamtverlustleistung bei Ty = 45 °C Ptot 550 550 mwW
Warmewiderstand
Warmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht
und ruhender umgebender Luft Rinu = 230 grd/W
Warmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht
und Transistorgehduse . Rihg = 50 grd/W
Kenndaten
fir eine Umgebungstemperatur von Ty = 25 °C
Statische Kenndaten
Fir folgenden Arbeitspunkt gilt:

Typ Uce Ic B

\ mA
BFY 13 12 10 > 20
BFY 14 12 10 > 12
Reststrom
Kollektor-Basis-Reststrom bei -Ucgo = 60V Icgo = 1 pA
Dynamische Kenndaten
Arbeitspunkt: I¢ = 10 mA; Ucg = 12V
| BFY 13 | BFY 14 |

Frequenz furf =1 a1 | > 150 | > 80 I MHz
Arbeitspunkt: Ucgo = 10V
Kollektorkapazitat Cc =5pF
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Eingangskennlinie
Iy = f(Upg): Ucg = 6V
Emitterschaltung
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